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Beschreibung 



Doppel-Gate-MOSFET-Transistor U nd Verfahren zu seiner Her-: 
stellung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
Doppel -Gate -MOSFET-Transis tors gemafi Patentanspruch 1 und ei- 
nen Doppel-Gate-MOSFET-Transistor gemafi Patentanspruch 15. 

Die voranschreitende. Verkleinerung von Bui k-MOS- Transistor en 
wird durch die bekannten Kurzkanalef f ekte in absehbarer Zeit 
an ihre Grenze stoSen. Das Prinzip des MOS-Transistors kann 
aber dariiberhinaus noch weiter bis hinab zu Kanallangen von 
10 nm Oder spgar darunter genutzt werden. Voraussetzung ist 
ein weitestgehender Durchgriff des Gatepotentials durch das 
gesamte Kanalgebiet, was am besten bei sogenannten Doppel- 
Gate-MOSFETs bei sehr dunnem Si-Gebiet erreicht wird, wie in 
der Veroffentlichung von F.G. Pikus et al . in Appl . Phys. 
Lett. 71, 3661 (1997) gezeigt wurde. 

Die Realisierung derartiger TranSistoren konnte bisher nur im 
LabormaSstab erfolgen. So haben J. P. Colinge et al . in IEDM 
90-595 ein Verfahren vorgeschlagen, bei welchem auf einem 
SOI-Substrat das Oxid im Bereich unter dem Trans ist orkanal 
naEchemisch entfernt. und dieser Raum spater mit dem Poly- 
Silizium des Ruckseiten-Gates auf gefiillt wird. Dieses Verfah- 
ren hat jedoch den Nachteil, dag diese Atzung nicht auf einen 
kleinen Bereich beschrankt werden kann und daruberhinaus kei- 
ne Selbstjustierung mit dem Oberseiten-Gate besteht, was die 
elektrischen Eigenschaften verschlechtert. 

Weiterhin haben H.-S. P. Wong et al. in IEDM 97-427 einen 
ProzeE vorgeschlagen, bei dem das diinne Silizium- Kanalgebiet 
durch epitaktisches Wachstum durch einen entsprechend diinnen 
Tunnel hindurch. erzeugt wird. Dieser ProzeS erscheint jedoch 
technologist auSerst anspruchsvoll. 



Der vorliegenden Erfindung liegt dementsprechend die Aufgabe 
zugrun.de, einen Doppel-Gate-MOSFET-Transistor und ein Verfah- 
ren zu seiner Herstellung anzugeben, welches einerseits eine 
moglichst genaue Ausrichtung der Ober- und Unterseiten-Gates 
zueinander erbringt und andererseits technologist nicht zu 
aufwendig und schwierig ist. 

Diese Aufgabe wird mit einetn Verf ahren nach dem Patentan- ' 

spruch i und einem Doppel-Gate-MOSFET-Transistor nach dem Pa- 
tentanspruch 15 gelost . 

Das erfindungsgemaEe Verfahren weist die folgenden Verfah- 
rensschritte auf .- 

a. Bereitstellen eines Substrats, insbesondere eines Silizi- 
umsubstrats, mit einer darauf auf gebrachten ersten Isola- 
tionsschicht, insbesondere einer Oxidschicht, einer auf 
die erste Isolationsschicht auf gebrachten ersten platzhal- 
tenden Schicht und einer auf der ersten platzhaltenden 
Schicht aufgebrachten Halbleiterschicht , insbesondere ei- 
ner Siliziumschicht ;. 

b. Entfernen der Halbleiterschicht bis auf eine als Kanal des 
MOSFET vorgesehene Halbleiterschicht struktur ; 

c. Abscheiden einer zweiten platzhaltenden Schicht auf der 
Halbleiterschichtstruktur und der ersten platzhaltenden 
Schicht und Strukturieren der platzhaltenden Schichten 
derart, daS ; die Halbleiterschichtstruktur im weseritlichen 
vollstandig in den platzhaltenden Schichten eingebettet 

■ wird ; 

d. Abscheiden einer zweiten isolationsschicht, insbesondere 
einer Oxidschicht, auf der Struktur der platzhaltenden 
Schichten; 

e. vertikales Atzen von zwei Vertief ungen, die entlang einer 
Rachtung angeordnet sind, die derart dimensioniert sind 
dafi die Halbleiterschichtstruktur sich vollstandig zwi-' 
schen ihnen befindet, wobei in den Vertiefungen die zweite 
isolationsschicht, die erste- und die zweite platzhaltende 



Schicht und jeweils beidseitig ein Randabschnitt der Halb- 
leiterschichtstruktur jeweils vollstandig durchgeatzt wer- 
den; 

f. Auffullen der Vertiefungen mit elektrisch leitfahigem Ma- 
terial; 

g. selektives Entfernen der platzhaltenden Schichten durch 

. ein in die zweite Isolationsschicht geformtes Kontaktloch; 

h. Aufbringen von dritten' Isolationsschichten, insbesondere 
Oxidschichten, an den Innenwanden des Bereiches .der ent- 
fernten platzhaltenden Schichten und auf den Oberflachen 
der Halbleiterschichtstruktur; 

i. Einbringen eines elektrisch leitfahigen Materials in den 
Bereich der entfernten platzhaltenden Schichten. 

Demnach besteht das Grundprinzip des erf indungsgemaEen Her- 
stellungsprozesses darin, daS das- Halbleitermaterial des zu 
bildenden Trans is torkanals in ein Platzhaltermaterial einge- 
bettet wird, welches im Verlaufe des Prozesses selektiv her- 
ausgeatzt und durch das elektrisch leitfahige Gate- 
ElektrodenTnaterial ersetzt wird. Die Kanallange wird durch 
einen Atzschritt definiert, durch.den die Halbleiterschicht , 
also der Kanalbereich, und das Platzhaltermaterial mit ein-' 
und derselben Maske geatzt wird. 

Ein erfindungsgemaSer Doppel-Gate-MOSFET-Transistor weist ein 
Substrat, insbesondere ein Siliziumsubstrat , eine darauf auf- 
gebrachte erste Isolationsschicht, insbesondere eine Oxid- 
schicht, eine Halbleiterschichtstruktur,. die an ihren hori- 
zontalen Oberflachen vollstandig von eine r auf die erste Iso- 
lationsschicht aufgebrachten Gate-Elektrode umgebeh und in 
dieser eingebettet ist, auf der ersten Isolationsschicht auf- 
gebrachte Source- und Drainbereiche, die an gegenuberliegen- 
den Seiten der Halbleiterschichtstruktur und der Gate- " 
Elektrode angeordnet sind, wobei sie mit den vertikalen Ober- 
flachen der Halbleiterschichtstruktur kontaktiert sind, eine 
die Struktur abdeckende zweite Isolationsschicht, insbesonde- 
re eine Oxidschicht-, mit mindestens einem "Kontaktloch fur die 



Kontaktierung der Gate-Elektrode, und dritte Isolations- 
schichten zwischen der Gate-Elektrode und der Halbleiter- 
schichtstruktur und den Source- und Drainbereichen auf . 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den Unteranspruchen angegeben. 

Im folgenden wird der HerstellungsprozeS anhand eines bevor- 
zugten Ausfiihrungsbeispiels in Verbindung. mit den Figuren na- 
her erlautert. Es zeigen: 

Figur l eine schematische Darstellung der geometrischen Ver- 
haltnisse der wahrend des Herstellungsprozesses zu 
prozessierenden Bereiche in einer Draufsicht; 

Figur 2 eine Querschnittsansicht entlang einer Linie A-A nach 
. dem Aufbringen der fur den Transistorkanal vorgesehe- 

nen Siliziumschicht ; 

Figur 3 eine Querschnittsansicht entlang einer Linie A-A nach 

dem Strukturieren der Siliziumschicht und dem Auf- 
bringen der zweiten Nitridschicht ; 

Figur 4 eine Querschnittsansicht entlang einer Linie A-A nach 
dem Aufbringen der zweiten Oxidschicht und dem Atzen 
eines Kontaktlochs; 

Figur 5 eine Querschnittsansicht entlang einer Linie B-B des 
. Doppel -Gate -MOSFET . 

Im folgenden wird der ProzeS zur Herstellung eines Doppel- 
Gate-MOSFET im einzelnen erlautert.. 

GemaS Fig. 2 besteht ein sogenanntes SOI- (silicon on insula- 
tor) Ausgangssubstrat aus einem Substrat l wie einem Si-Wafer, 
auf den nachfolgend eine erste Oxidschicht .2, eine erste 
platzhaltende. schicht 3 aus Siliziumnitrid (SiN) und eine 



Halbleiterschicht 4, im vorliegenden Fall eine Silizium- 
schicht aufgebracht sind. Ein sol.ches Ausgangssubstrat kann 
beispielsweise durch Waferbonding hergestellt werden, indem 
getrennt voneinander auf einen ersten Siliziumwaf er eine 
Oxidschicht aufgewachsen wird und auf einen zweiten Silizium 
wafer eine Nitridschicht aufgewachsen wird und die beiden Si 
liziumwafer an der Oxid- bzw. der Nitridschicht durch das an 
sich im Stand der Technik bekannte Waf erbonding-Verf ahren an 
einander fixiert werden. AnschlieSend mufi bei diesem ProzeE 
derzweite Siliziumwaf er durch Polieren und/oder Atzen auf 
die gewunschte Dicke gebracht werden. Alternativ zu diesem 
HerstellungsprozeS kann die in Fig. 2 gezeigte Struktur auch 
durch aufeinanderf olgendes Abscheiden des gezeigten S.chicht- 
aufbaus und durch anschliefiendes Rekristallisieren, bei- 
spielsweise Laser-Rekristallisieren des polykristallin aufge- 
wachsenen Siliziums eirhalten werden. Es ist aber theoretisch 
auch denkbar, die Halbleiterschicht 4 im polykristallinen Zu- 
stand mit geringer Kristallitgrofie . oder sogar im amorphen Zu- 
stand zu belassen. Zwar ist die Beweglichkeit in diesem Zu- 
stand relativ stark eingeschrankt . Das geringe Volumen des 
Kanalgebiets und der. vollstandige Durchgriff des Gatepotenti- 
als lafit jedoch auch dann eine brauchbare Leistung des Bau^ 
elements erwarten. Es konnte dann bei der Herstellung auf das 
aufwendige Rekristallisationsverf ahren verzichtet werden. 

AnschlieSend wird die Siliziumschicht durch ein geeignetes 
Verfahren strukturiert , so dag eine Halbleiterschichtstruktur 
4A, im vorliegenden Fall ein rechteckf ormiger Bereich, davon 
stehenbleibt, wie er in Fig.i durch die durchgezogene Linie 
gezeigt ist. 

Dieser rechteckf ormige Bereich wird anschliefiend von einer 
zweiten platzhaltenden Schicht 5 aus SiN uberwachsen, so dafi 
er von dem SiN-Material vollstandig umschlossen ist, wie in 
Fig. 3 dargestellt ist. Wie weiter unten ersichtlich werden 
wird, dient das SiN-Material als Platzhaltermaterial. fiir die 
an dessen Stelle einzusetzende Gateelektrode . 



AnschlieEend werden die platzhaltenden Schichten 3 und 5 
durch ein geeignetes Verfahren derart strukturiert , dag ein 
Bereich davon stehenbleibt, wie er in Fig.i durch die gestri- 
chelte Linie gezeigt ist. Dieser Bereich weist im wesentli- 
chen zwei rechteckf ormige Abschnitte auf , die durch einen 
Steg miteinander verbunden sind. Der .in der Darstellung der 
Fig.l obere rechteckf ormige Bereich enthalt die eingebettete 
Halbleiterschichtstruktur. AuSerhalb des Bereichs der gestri- 
chelten Linie in Fig.i liegt die erste Oxidschicht 2 an der 
Oberf lache 

Auf diese St.ruktur wird nun eine zweite Oxidschicht 6 abge- 
schieden und anschlieSend deren Oberf lache planarisiert , wie 
in Fig. 4 zu sehen ist: Die Planarisierung kann beispielsweise 
durch cheraisch-mechanisches Polieren erfolgen. 

AnschlieSend werden in den in Fig.l strichpunktierten Berei- 
chen vertikale Vertiefungen 7A, 7B in die Struktur geatzt, 
wobei jeweils in den Vertiefungen 7A, 7B die erste und die 
zweite platzhaltende Schicht 3, 5 und jeweils beidseitig ein 
Randabschnitt der Halbleiterschichtstruktur 4A .jeweils vpll- 
standig durchgeatzt werden, wie in Fig. 5 zu sehen ist. Die 
strichpunktierten, zu atzenden Bereiche liegen sich in der 
Draufsicht der Fig.l auf den kurzen Seiten des rechteckf ormi- 
gen Siliziumbereichs 4A gegeniiber^ wobei beidseits ein ge- 
ringfugiger Uberlapp mit dem/ rechteckf ormigen Siliziumbereich 
besteht. Bei der Atzung wird also der rechteckf ormige Silizi- 
umbereich 4A in beiden Vertiefungen 7A, 7B angeatzt. In den 
geatzten Vertiefungen liegen also die jeweiligen Stirnseiten 
des Siliziumbereichs 4A an jeweiligen Innenwanden frei. Wie 
ferner in Fig. 5 zu erkennen ist, werden in die Tiefe die Ni- 
tridschichten 3, 5 und die Siliziumschicht 4 vollstandig 
durchgeatzt, so dag die Oxidschicht 2 an der Oberf lache 
leicht angeatzt wird- Fur den Atzvorgang kann die Oxidschicht 
2 auch. als Atzstoppschicht verwendet werden. 



In den Vertiefungen 7A, 7B werden anschl ieSend durch Auf ful- 
ler! mit elektrisch leitfahigem Material die Source- und 
Drain-Bereiche hergestellt. Dieses Material kann beispiels- 
weise hochdotiertes Poly-Silizium, ein Metall oder ein Me- 
tallsilizid sein. Die Abscheidung des Materials muS langsam 
erfolgen, so dafi die Vertiefungen 7A, . 7B nennenswert gefullt 
werden, bevor die Offnung zuwachst. Die Source- und Drain- 
Bereiche stehen nach diesem Verf ahrensschritt somit auf bei- 
den Seiten mit dem Siliziumbereich 4A in Kontakt. Anschlie- 
Eend erfolgt auch hier eine Planar is ierung der Oberfiache, 
die beispielsweise durch Ruckatzen oder chemisch-mechanisches 
Polieren durchgefuhrt werden kann. 

Dann wird ein erstes Kontaktloch 8A im Bereich des unteren 
rechteckformigen Abschnitts der Nitridschichten (s. Fig.i) in 
die Oxidschicht 6geformt. Das Ergebnis ist in Fig. 4 in einer 
Quersphnit.tsansicht entlang der Linie A-A der Fig.i gezeigt. 
AnschlieEend werden durch dieses Kontaktloch 8A die platzhal- 
tehden Siliziumnitridschichten beispielsweise naSchemisch se- 
lektiv herausgeatzt. Als Ergebnis wird eine Struktur erhal- 
. ten, in der ein freischwebender, als Kanalbereich des herzu- 
stellenden Transistors vorgesehener Si-Steg (Bezugszeichen 
4A) nur an seinen Stirnseiten durch die Source- und Drain- 
Bereiche gehalten wird, wie gezeigt in Fig. 5. 

Anschliefiend werden Isolationsschichten 9 beispielsweise 
durch thermisches Oxidieren gef ormt . Dabei bildet sich ein 
relativ diinnes Gateoxid an dem Si-Steg 4A und im Falle der 
Verwendung von dotiertem polykristallinem Silizium fiir die 
Source- und Drain-Bereiche bildet sich aufgrund der Zunahme 
der Oxidwachstumsgeschwindigkeit mit dem Dotierungsgrad 
gleichzeitig ein dickeres thermisches Oxid an den Source- und . 
Drain-Bereichen, wie in der Fig. 5 zu erkennen ist. Auch an 
der ; Oberfiache der Source- und Drain.Bereiche wird somit ein 
relativ dickes thermisches Oxid gebildet. 



Dann wird in den freigeatzten Bereichen, in denen sich yordem 
die platzhaltenderi Siliziumnitridschichten 3, 5 befunden hat- 
ten, die Gateelektrode 10 gebildet. Dies erfolgt vorzugsweise 
durch eine CVD-Abscheidung (chemische Damp fphasenabschei dung) 
von hochdotiertem Poly-Silizium, gefolgt von einer Pianari- 
sierung der Oberflache der Struktur. Die Dotierung erfolgt 
dabei in- situ, also wahrend der Abscheidung, und das Dotier- 
material ist beispielsweise Phosphor, wodurch der Halbleiter 
n-leitend gemacht wird. Als Gateelektrode kann jedoch auch 
ein Metall oder ein Metallsilizid abgeschieden werden. An- 
schlieEend erfolgt wieder ein Planarisieren der Oberflache 
durch Ruckatzen oder chemisch-mechanisches Polieren. 

Dadurch daE die Atzung der Vert iefungen 7A, 7B mit ein- und. 
derselben Maske durchgefuhrt wird, wird somit gleichzeitig 
die Kanallange und die Position der Gateelektroden definiert, 
wodurch die Gateelektroden sehr genau zueinander ausgerichtet 
werden. 

In dem in Fig. 5 gezeigten Zustand des BaUelements sind die 
Source- und Drain-Bereiche noch nicht mit Metallkontakten 
versehen. Demnach werden schlieElich noch in die Oxidschich- 
ten der Source- und Drain-Bereiche Kontaktlocher 8B, C ge- 
formt, wie durch die punktierten Linien in der Fig.l gezeigt 
Diese Kontaktlocher 8B, C werden schlieSlich metallisiert , . 
wodurch Source- und Drain- Kent akte hergestellt sind. ' 
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1. Verfahren zur Herstellung. eines Doppel-Gate-MOSFET- 
Transistors, 

g e k e n n 2 e i c h n e t d u r c h die Verfahrens- 
schritte 

a. Bereitstellen eines Substrats (1)., insbesondere eines Si- 
liziumsubstrats, mit einer darauf aufgebrachten ersten 
Isolationsschicht (2), insbesondere einer Oxidschicht, ei- 
ner auf die erste Isolationsschicht (2) aufgebrachten er- 
sten platzhaltenden Schicht (3) und einer auf der ersten 
platzhaltenden Schicht (3) aufgebrachten Halbleiterschicht 
(4), insbesondere einer Siliziumschicht ; 

b. Entfernen der Halbleiterschicht (4) bis auf eine als Kanal 
des MOSFET vorgesehene Halbleiterschichtstruktur (4A) ; , 

c. Abscheiden einer zweiten platzhaltenden Schicht (5) auf 
der Halbleiterschichtstruktur (4A) und der ersten platz- 
haltenden Schicht (3) und Strukturieren der platzhaltenden 
Schichten (3, 5) derart, daS die Halbleiterschichtstruktur 
(4A) im wesentlichen vollstandig in den platzhaltenden 
Schichten (3, 5) eingebettet wird; 

d. Abscheiden einer zweiten Isolationsschicht (6), insbeson- 
dere einer Oxidschicht, auf der Struktur der platzhalten- 
den Schichten (3, 5); 

e. vertikales Atzen von zwei Vertief ungen (7A, 7B) , die ent- 
lang einer Richtung angeordnet sxnd, die derart dimensio- 
niert sind, daS die Halbleiterschichtstruktur (4A) sich 
vollstandig zwischen ihnen befindet, wobei in den Vertie- 
fungen (7A, 7B) die zweite Isolationsschicht (6) , die er- 
ste und die zweite platzhaltende Schicht (3, 5) und je- 
weils beidseitig ein Randabschnitt der Halbleiterschicht- 

. struktur (4A) jeweils vollstandig durchgeatzt werden; 

f. Auffullen der Vertief uhgen (7A, 7B) mit elektrisch leitfa- 
higem Material; 



g. selektives Entfernen der platzhaltenden Schichten (3, 5) 
durch ein in die zweite Isolationsschicht (6) geformtes 
Kontaktloch (8A) ; 

h. Aufbringen von dritten Isolationsschichten (9), insbeson- 
dere Oxidschichten, an den Innenwanden des Bereiches der 
entfernten platzhaltenden Schichten (3, 5) und auf den 
Oberflachen der Halbleiterschicht struktur (4A) ; 

i. Einbringen eines elektrisch leitfahigen Materials in den 
Bereich der entfernten platzhaltenden Schichten (3, 5). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daE 

- der Verfahrensschritt a. derart durchgefuhrt wird, dafi 

- auf das Substrat (l) nacheinander die erste Isolations- 
schicht (2), die erste platzhaltende Schicht (3) und die 
Halbleiterschicht (4) aufgebracht werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 

3 a d u r c h g e k. e n n z e i c h n e t, dag 

• die Halbleiterschicht (4) nach dem Aufbringen rekristalli- 

siert wird, insbesondere indem sie mit einem Laserstrahl 

bestrahlt wird. 

I. Verfahren nach Anspruch l, 

1 a d u r c h. gekennzeichnet, da£ 

der Verfahrensschritt a. derart durchgefuhrt wird, daS 

- " auf ein erstes Halbleitersubstrat die erste Isolations- 

schicht (2) aufgebracht wird und auf ein zweites Halb- 
leitersubstrat die erste platzhaltende Schicht (3) auf- 
gebracht wird und, 

- die beiden Halbleitersubstrate insbesondere mittels Wa- " 
ferbonding an der Isolationsschicht (2) und der ersten 
platzhaltenden Schicht (3) miteinander verbunden werden, 

- das zweite Halbleitersubstrat durch Reduzierung seiner 
Dicke in die gewunschte Halbleiterschicht (4) umgewan- 
delt wird. 



5 . Verf ahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daE 

- die platzhaltenden Schichten (3, 5). in den Verfahrens- 
schritten a. und c. durch Siliziumnitrid gebildet werden. 

6. Verf ahren nach Anspruch 1, 

dadurch g e k e n n z . e i c h n e t , daE 

- die zweite Isolationsschicht (6) nach ihrer Abscheidung 
planarisiert wird. 

7. Verf ahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzei chnet, daE . 

- das selektive Entfernen der platzhaltenden Schichten (3, 
5) im Verfahrensschritt f. durch eine in die zweite Isola- 
tionsschicht (6) geformte Offnung (8A) durchgefuhrt wird. 

8. Verf ahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeich n e t, daE 

- das elektrisch leitfahige Material im Verfahrensschritt e. 
durch dotiertes polykristallines Silizium,. ein Metall oder 
ein Silizid gebildet werden. 

9. Verf ahren nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichne t, daE : 

- das dotierte polykristalline Silizium durch chemische 
Dampfphasenabscheidung gebildet wird und die Dotierung 
wahrend der Abscheidung (in- situ) , insbesondere durch Ar- 
sen-Atome, vorgenommen wird. 

10 Verf ahren nach Anspruch l, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daE .. 

im Verf ahrensschritt f . die platzhaltenden Schichten (3, 
5) durch einen selektiv wirkenden naEchemischen Atzs"chritt 
entferht werden. 



1 . Verf ahren nach Anspruch l , 
a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, da£ 
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- im Verfahrensschritt g. das Aufbringen der Isolations- 
schichten (9) durch thermische Oxidation erfolgt. , 

12. Verfahren nach Anspruch 11, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dag 

- auf der Oberflache der Halbleiterschichtstruktur (4A) ein 
relativ dunnes Oxid und an den Innenwanden des Bereiches 
der entfernten platzhaltenden Schichten (3, 5) ein relativ 
dickes Oxid erzeugt wird. 



13. Verfahren nach Anspruch 1, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daE 

- im Verfahrensschritt i. das elektrisch leitfahige Material 
durch dotiertes pblykristallines Silizium, ein Metall oder 

15 ein Silizid gebildet wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daE 

- das dotierte polykristalline Silizium durch chemische 
20 Dampfphasenabscheidung. gebildet wird und die Dotierung, 

insbesondere durch Phosphor- Atome , wahrend der Abscheidung 
(in- situ) vorgenommen wird. 

, 15. Doppel-Gate-MOSFET-Transistor, mit 
^5 - einem Substrat (l) , insbesondere einem Siliziumsubstrat ,V 

- einer darauf auf gebrachten ersten Isolationsschicht (2), 
insbesondere einer Oxidschicht, 

- einer Halbleiterschichtstruktur (4A), die an ihren hori- 
zontalen Oberflachen vollstandig von einer auf die erste 
Isolationsschicht (2) auf gebrachten Gate-Elektrode (10) 
umgeben und in dieser eingebettet ist, 

- auf der ersten Isolationsschicht (2) aufgebrachte Source- 
(7A) und Drainbereiche (7B) , die an gegeniiberliegenden 
Seiten der Halbleiterschichtstruktur (4A) und der Gate- 
Elektrode (10) angeordnet sind, wobei sie mit den vertika- 
len Oberflachen der Halbleiterschichtstruktur (4A) kontak- 
tiert sind, 



) 

i 



- einer die Struktur abdeckenden zweiten Isolationsschicht 
(6), insbesondere einer Oxidschicht , mit mindestens einem 
Kontaktloch (8A) fur die Kontaktierung der Gate- Elekt rode 
(10) , 

- dri.tten Isolationsschichten (9) zwischen der Gate- 
Elektrode (10) und der Halbleiterschichtstruktur (4A) und 

, den Source- (7A) und Draihbereichen (7B) . 

16. Doppel-Gate-MOSFET-Transistor nach Ansprucb 15, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

- die Gate-Elektrode (10) und/oder die Source- (7A) und 
Drainbereiche (7B) durch dotiertes polykristallines Sili- 
zium, ein Metall oder ein Silizid gebildet werden. 



Zusammenf assung 



Doppel-Gate-MOSFET-Transistor und Verfahren zu seiner Her- 
. stellung 

Die Erfindung beschreibt einen Doppel-Gate-MOSFET-Transistor 
und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Dabei wird eine 
Halbleiterschichtstruktur (4A) eihes zu bildenden Tran- 
sistorkanals in ein Platzhaltermaterial (3, 5) eingebettet 
und durch Source- (7A) und Drainbereiche (7B) kontaktiert, 
die in Vertiefungen eingefullt werden, die an gegeniiberiie- 
genden Seiten der Halbleiterschichtstruktur (4A) geatzt wer- 
den. AnschlieSend wird das Platzhaltermaterial (3, 5) selek- 
tiv herausgeatzt und durch das elektrisch leitfahige Gate- 
Elektrodenmaterial (10) ersetzt. 



Fig. 5 
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